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※概要（Summary）： 

シリコン基板上に流路デバイスをドライエッチングで作

製する場合、ボッシュ法を用いた深堀反応性イオンエッチ

ングプロセス(DRIE、Deep Reactive Ion Etching)が有

効である。ボッシュ法では、エッチング工程と保護膜形成

の工程を交互に繰り返して深堀エッチングを行う。この時、

エッチング条件によっては側壁にスキャロプ構造と呼ばれ

る波打った形状が形成される場合がある。デバイスで評

価する流体の種類によっては、この構造が結果に影響を

及ぼすこともあるため、側壁を平坦化するプロセスの開発

が重要となる。シリコンの平坦化方法として、アルカリを用

いたウェットエッチングが知られている。そこで今回、流路

の側壁に着目し、水酸化カリウム(KOH)溶液を用いたウ

ェットエッチング工程でのスキャロプ構造の平坦化過程の

エッチング時間依存性について評価した。 
※実験（Experimental）： 
利用した装置 
・ i 線露光装置  ・ 多目的エッチング装置 
・ 高分解能電界放出電子顕微鏡(FE-SEM) 
 エッチングマスクは、i 線露光装置を用いて作製したレジ

ストパターンである。スキャロップが形成されるボッシュ法

の条件を選択してシリコン流路の構造を作製した後、

KOH 溶液を用いてウェットエッチングを行った。ウェットエ

ッチング後の流路側壁の形状を FE-SEM で観察し、平

坦化過程を評価した。比較のため、ドライエッチング直後

の流路側壁の形状の観察も実施した。 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

図 1(a)-1(d)は KOH 溶液でウェットエッチングした Si
流路側壁の FE-SEM 写真である。エッチング時間に依

存して平坦性が向上している。図2にFE-SEMの観察結

果をもとに作成した、スキャロプ構造の振幅(h)のウェット

エッチング時間依存性のプロットを示す。現状の条件では、

15 分のウェットエッチングによりスキャロプ構造が除去可能

であり、平坦な側壁が得られることが分かった。 

 

Fig. 1 Cross-sectional view of Si fluid channel side 
wall surface with KOH etching time of (a) 0, (b) 5, (c) 
10, and (d) 15 min. 

 

Fig. 2 KOH wet etching time dependence of scalloped 
structure amplitude on the Si fluid channel side wall. 
※その他・特記事項（Others）： 
  側壁や底面の平坦化処理の工程を高度化し、4 インチウ

ェハレベル上に微細加工したデバイスアレイに適用する。 
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